
241Am 59.54 keV 
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FWHM: 5.42 keV 

溌液結晶化法で作製した CdTe 単結晶の放射線特性 

Evaluation of CdTe single crystals for radiation detector prepared by the Liquinert 
processed VB method 
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CdTeは、原子番号が大きく、バンドギャップが広いため、室温動作が可能な放射線検出器

材料として期待されている。しかし、これは化合物特有の欠陥、空孔などの結晶学的問題が

ある。これらには、(1)組成のずれ、(2)結晶とるつぼとの固着、(3)Te inclusionの存在などが

挙げられる。そのため、THMなどの従来の結晶成長

技術では、高品質な結晶育成が困難である。これら

の問題を解決するために、裸の石英るつぼを使用し

た Liquinert processed 垂直ブリッジマン(LPVB)法に

よって Te inclusionを低減した φ12 mm × L60 mmの

CdTe単結晶を作製した。Liquinert processは、成長環

境から水分の除去を行い、結晶とるつぼとの固着を

回避する独自の方法である[1]。当初 LPVB法では、

SiCl4を使用し、裸の石英るつぼへの CdTe メルトの

濡れと結晶の固着を防ぐことができた[2]。ただし、

雰囲気に SiCl4を使用すると、Cl が不純物として導

入され暗電流を増加させる。そこで、結晶の品質を

向上させるために、雰囲気を Arや H2に変更し、プ

ロセスを改良した高抵抗率の CdTe 単結晶を作製し

た。これで 4	×	4	×	1 mm3の素子を作り、抵抗率(図 a)

と γ 線応答(図 b)を調べた。その結果、抵抗率は

1.3 ×	1010 Ω・cmと高く、241Am 59.54 keVに対する

FWHM: 5.42 keVが得られた。今後、結晶の口径の拡

大と更なる品質向上を目指す。 
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図 LPVB 法により作製

した CdTe検出器の特性   

(a) IV特性, (b) γ線応答  
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